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(54) Zplisob vytvi¥en{ zahloubenfch oblasti na plode
polovodidové destilky

(657 v misteoh, kde maji byt vytvoFeny
zahloubené oblasti se nejprve vytvori
na povrchu polovodiSové desky nejménd
Jedna polovodidové vrstva s vysokou
koncentraci elektriocky aktivnich p¥i-
mdsi., Tato vrstva se selektivnd odlep-
t4 chemickou leptaci sm&s{ majfof afi-
nitu k polovodidovému materidlu s vyde
#{ koncentrac{ elektricky aktivnich
piim&st,
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Vynhlez se tfkd zpisobu vytvifeni zaﬁloubenf'oh oblast{ na ploSe polovodi¥ové destid-
Ky s vysokou rovnomSrnosti hloubky zahloubenfch oblasti.

P¥i vfrobd ndkterfch typd vfkomovjich polovodidovfoch souShstek je mutmo vytvaiet na
plo¥e polovodiSové destidky zahloubené oblasti. Takovim pidfkladem je napiiklad vytvh¥eni
zahloubenfoh ¥i{dicich oblasti u tyristord pro vy#3i frekvence, rozpinacich tyristord,
spinacich tranzistord e pedobnd, kdy kontakt #{dioi nebo bAzové struktury Je rozmistén
po plode deatidky, a Jje vytvolem v zahloubenfch oblastech na niZ3{ drovmi, neZ kontakt
emitoru. To umoZhuje vyuzit pf{tladné elekirody ke kontaktu emitoru bez vzniku zkratu
emitor-Fidicf oblast nebo emitor-béze. Jinfm p¥ipadem miZe byt vytviPeni odd8lovacich
dréZek u polovodiSovich souSéstek integrujicfch vice d{18{ich soud¥éstek u jednoho mono-
krystalického bloku, nap¥fklad dréZky odd¥lujfof diodovou a tyristorovou 3Aat u zp&tnd

propustného tyristoru.

PouZ{van§ zptsob vytvA¥eni zahloubenfch oblasti je napfiklad mechanicky diamanto~
vimi néstroji, chemickym lepténim leptadlem se silmou z&vislost{ rychlosti leptédni na
koncentracli elektricky aktiwvnich p¥im8si, pop¥ipads kombinac{ t3chto postupii. Problé-
mem zndmfoh teohnologiockfch postupl je obtfZné dosaZeni{ pot¥ebné rovnomérnosti hloubky
zahloubenfch oblasti po ploSe polovodidové destilky a reprodukovatelnosti této hloubky
v raznfoh polovodidovioh destilek z vyrébené série souldstek.

Nerovnom&rné hloubka zahloubenfoh oblasti zpisobuje sniZeni trovn& nebo i ﬁplnbu
degradaci ndkterfoh elektrickfoh parametrd soudhstek. NgpPfklad u polovodiZovich sou-
S&stek s rozviétvenou Fidiof oblasti zpisobuje nerovmomdrnost v Gdinnosti ¥{diciho sig-
nélu v piznfch mistech plochy soudéstky, a tim zhorZeni jejich zapinacich a vypinacich
vlastnostf{, pulzn{ a frekvendni zat{Zitelnost, odolnosti néristu zaté&Zovaciho proudu,
sniZenf zesileni a podobné&. )

U zp&tnd propustnfch tyristorid zpisobuje zhor$enf{ komutadnich vlastnosti{ a dynamickjch
parametrit a polovodiovich soudidstek se zahloubenymi oblastmi zahrmujfoimi do blizkos-
ti vysokonap&tovfoh pFechodd sniZeni nebo degradaci zdvérnfch nap&ti.

Nevfhodou pouZivanfoh zpisobld vytvAfen{ zahloubenfch oblast{ je zejména obtiZné
f{zen{ operace. U mechaniokfch zpisobd je hloubka oblasti ovlivhovéna presnosti po-
ufitého za¥{zenf, presnost{ nastaveni vzorks, opotfebovinim péstrojd a podobnd. U che~
miockfch zpisobld je hloubka oblasti ovlivhovéna teplotou a mnoZstvim 14zn3, samovolufm
oh¥{vénim 14zn¥§ v procesu leptini, zpisobem michéni 14zn&, mnoZstvim zpracovAvanfch

vzorki a daldimi vlivy.

Uvedené nevfhody odstrafuje zpisob vytvafeni zahloubenyoh oblasti na plode polo-
vodiSové destidky, jeho¥ podstata spodivd v tom, Ze v mistech, kde maji bft vytvoFeny
zahloubené oblastl se nejprve vytvoii polovodidovéd vrstva nebo vratvy s koncentraci
elektricky aktivnioh p¥im¥sfi nejménd 10%7 cm“3 , pP*ilehl4d k povrchu polovodiZové des-
t18ky, pridemZ tloudfxa této vrstvy nebo vrstev je rovma polovind hloubky zahloubenyoh
oblast{. Potom se tato vrstva selektivm¥§ odleptd chemickou leptaci sm8sf, majfof silnou
z&vislost ryohlosti lepténi na koncentraci elekiricky aktivnich p¥im&si, nep¥iklad che-
mickou leptac{ sm¥s{ ve sloZeni, které se nachhzi v trojalofkovém trojihelnfkovém dia-
gramu uvnit® oblasti, vymezené Sérami 2,5 objemovich dild kyseliny dusidné, 1,5 obje~
mov§oh dfld kyseliny octové a maximAin¥ 6 objemovich dfld kyseliny fluorovodikovs.

Vfhodou zpisobu vytviFeni zahloubenfoh oblasti podle vyndlezu je, Ze hloubku po-
lovodiSovfch vrstev lze ¥{dit s vysokou pfesnosti a bdZmjmi technologickymi posiupy.
Proto se dos&hne zv§Seni{ rovnomdrnosti reprodukovatelnosti hloubky zahloubenfch oblas-
t{, a tim zlep¥eni zapinacich a vypi{naofch vliastmosti polovodiSovich soulhstek, zvy~
Soni jejich pulzni a frekvendni proudové zat{Zitelnosti, zviSeni zes{leni tranzistori
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a snifeni v¥skytu nap3fovich poruch polovodilovfoh soudéstek. Vynilez je popsén v nisle-
dujioich p¥ikladech provedeni.

P¥1 vfrobd vykonového spinaciho tranzistoru se v mistd, kde mA bft vytvoirena Slendnd
struktura emitoru a bize vytvo¥i vysokodotovand vrstva fosforem o hlouboe 1% ,um, kterd se
potom v mistech vytva¥eni zahloubenfch oblast{ odleptd ve am&si kyseliny dusi¥né, kyseli-
ny fluorovodikové a kyseliny octové v pomdru 4:2:4, Zahloubené oblasti se potom dolepta-
J{ na svoji konednou hioubku 20 /um ve smdsi stejnfch kyselin v pom¥ru 7:2:1.

P¥i vfrobd zpdtnd propustného tyristoru v mistd, kde mé bft vytvorena Slen¥ni struke-
tura emitoru a zahloubené ¥{diof oblasti tyristorové 34sti se nejprve difuzi vytvoiri
polovodiSovid vrstva & koncentracl elektriocky aktivni p¥im¥si fosforu vy33i neZ 101801%”3
a tloudtky 18 ,um., Pot¥ebné zahloubené oblasti pro #fdici strukturu se vytvo¥i ndsled-
nym odlepténim této vratvy ve smdsi kyseliny dusidné, kyieliny fluorovodikové a kyseli-
ny ootové v pom¥ru 4:2:%,

ChemickA leptaci sm¥s, majfoi silnou zAvislost rychlosti leptdni na koncentraci
elekiricky aktivnioh p#im¥s{, p¥ednostnd odleptd p¥edem vytvofenou vysokodotovanou polo-
vodiSovou vrstvu. Tim je vyuZito skutednosti, Ze hloubku polovodidovich vrstev lze ¥i-
dit s vysokou pPesnost{, nap¥iklad jednostuphovou nebo vicestqpﬁoi‘ou difuzi, implantaci
s nidslednym rozdifundovénim a podobnd. Po odleptédni této vrstvy se leptaci proces viraz-
n¥ zpomalf{., Hloubka zahloubené oblasti je potom ur¥ena v rozhodujici{ mi¥e tloustkou té-
to vysokodotované polovodiSovd vrstvy, a tim je dosaZeno vysoké rovmom&rnosti hloubky
zahloubené oblasti po plofe polovodiSové destilky i vysoké reprodukovatelnosti procesu.

Zpisob viroby podle vyndlezu je vhodnf pro virobu vfkonovych polovodidovich sou-
84stek, obsahujfcich zahloubené oblasti, zejména vykonovjch spinacioch transistord, roz-
pinacich tyristord, zp¥tnd propustnfch tyristord, vikonovjich hybridnioh obvodd a podob-
né. .

PREDMET VYNALEZU

Zptisob vytvA¥eni zahloubenfch oblast{ na ploSe polovodiSové destidky pomooci selek=
tivni chemické leptaci sm¥si, s vfhodou ve sloZeni, které se nachdzi v trojsloZkovém
trojthelnikovém diagramu uvnit¥ oblasti vymezend Jarami 2,5 objemovich dild kyseliny du-
si%né, 1,5 objemovfch dili kyseliny octové a O a% 6 objemovfoh dild kyseliny fluorovo-
dikové vyznadujici se tim, %e v mistech, kde maj{ byt vytvoFemy zahloubené oblasti se
nejprve vytvo¥{i polovodiZovd vrstva nebo vrstvy s koncentrac{ elekiricky aktivnich p#i-
més{ nejménd 10%7 on™3 pfilehléd k povrohu polovodidové destilky, p¥ilem¥ tlousdtka této
vrstvy nebo vratev je rovna nejménd polovin$ hloubky zahloubenfch oblasti, potom se ta-
to vrstva nebo vrstvy selektivn¥ odleptd chemickou leptaol smdsi.
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